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OEM: Texas Instruments Transistor TIXS36 Datasheet

N-Kanal-Epitaxial-Silizium-Planar-Feldefiekt-Transistor TIXS35, TIXS36

Tetroden-Feldetfekt-Transistoren

Far VHF-Verstérker, Mischer, Autodyn-Konverter und Anwendungen
mit automatischer Regelverstarkung

Geringe Cizs: max 1,8 pF

Hoher Leitwert: min 10000 pS

Min. Oszillator-Beeinflussung bei Mischer-Anwendungen
GroBsignal-Fahigkeiten

Mechanische Daten

o =17
Gehiveboden
TLT ol

g Alle JEDEC (TO- 17)

i i

:

0,48 bis 041 b
Gate-T mt mit dem Gehiuse ebekifisch verbanden

Absolute Grenzwerte
Drain-Gate-1-Spannung 0V
Drain-Gate-2-Spannung oV
Drain-Source-Spannung +30V
Gate-1-Source-Spannung in Sperrichtung —30 v
Gate-2-Source-Spannung in Sperrichtung =30V
Gate-1-Strom in DurchlaBrichtung 10 maA
Gate-2-Strom in DurchlaBrichtung 10 mA,
Dauer-Verlustleistung bei {oder darunter) Ty = 25 °C (Bem. 1) 05w
Dauer-Verlustleistung bei (cder darunter) Tg = 26 °C (Bem. 2) 1.5W
Lagerungs-Temperaturbereich —E5 °C bis +200°C
Temperatur der Anschlisse 1,6 mm vom Gehduse (10 s Dauer) 300 °C

Bemerkungen:

1. Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 3,33 mW/°C.
2. Lineare Abnahme bis Tg = 175 °C mit 10 mW/°C.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prufbedingungen Bem. TIXS35 TIXS536 Ein-
min max min  max hait
Uinr)jei g Gate 1 — Gate 2 lgy = 10 ph, 1 k] v
Durchbruchspannung Ip =0,
la=0
Uisrye o Gate 2 — Gate 1 lgy = =10 pA, 1 3 v
Durchbruchspannung Ip =0,
Ig =
Uipn)ess Gate-Source lg = —10 uA, 4 —30 —30 W
Durchbruchspannung Ups =0
lass Gate-Sparrstrom Ugg = =15V, 4 —10 =10 nA
Ups =10
Ugs = =16 ¥, 4 =10 =10 Iy
Upg = 0,
Tu = 180°C
Inss Drainstram Upsg = 10V, 34 10 50 40 200 s,
Uggs =10
Ugs Pinch-off-Spannung Ups = 10V, 4 =1 -5 -3 —10 W
Ip =1 pA
Fds(on) Dyr. Drain-Seurce. Ups = 0, 4 50 Q
Durchla@widerstand Ugsg = 0,
f= 1kHz
[yz2a| Ausgangsleitwert Ups =10V, lp =1 maA (TIXS535), Ip = 40 maA (TIXS36),
Ugus =0
f=1KkHz 5 200 400 s
|va1sl1 KurzschluBleitwert fe=1kHz 5,6 10000 20000 10000 20000 A5
|yz1sla KurzschluBleitwert f=1EkHz 5 7T 5000 10000 5000 10000 uS
Ci1a1 Eingangskapazitat f=1MHz 5 & 12 12 pF
Ciisa Eingangskapazitat f=1MHz &7 s 35 pF
—Cras1 Rickwirkungskapazitat f=1MHz 56 i8 1.8 pF
—C1os Rickwirkungskapazitat t=1MHz &7 5 5 pF
Osisl Realteil der f=100 MHz 5,6 9000 9000 ]
Vorwartssteilheit
Orist Realteil der f=100MHz 57 4500 4 500 w3

Vorwartssteilheit

Bemerkungen:

3. Impulsmessung: 100 ms, Tastverhaltnis=Z 109,
4, Gate 1 verbunden mit Gate 2. Das Symbeol Iz bezieht sich auf den gesamten Gate-Strom.
5. Gate 2 ist vorgespannt, um die konstanten Strombedingungen zu erhalten,
6. Das Signal liegt am Gate 1; Gate 2 ist wechselstrommalig mit Source kurzgeschlossen,
1. Das Signal liegt an Gate 2; Gate 1 ist direkt mit Source verbunden.
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